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Частотная зависимость проводимости неупорядоченных полупроводников хорошо описывается универсальной степенной зависимостью 𝜎(𝜔) ~ 𝜔s (как правило, 0.5 < s ≲1). Исследования отклонений от универсальности (s ≈ 1) позволяют получить информацию об особенностях механизма переноса носителей заряда. В Si:P, Si:B в терагерцовой области частот при низких температурах (T ≈ 1 К) с ростом частоты наблюдался переход (кроссовер) от почти линейной (s ≲ 1) к квадратичной частотной зависимости проводимости (s ≈ 2) [1]. Однако теория бесфононной проводимости [2] в рамках переменной длины прыжка не описывает поведение низкотемпературной проводимости в области перехода.  Проведенный в [3] в парном приближении расчет вещественной части низкотемпературной проводимости показал, что кроссовер может быть связан с переходом от проводимости с переменной длиной прыжка  к проводимости с постоянной длиной прыжка . Согласно [3] при высоких частотах, , когда эффекты гибридизации несущественны, основной вклад в проводимость вносят электронные переходы внутри пар с межцентровым расстоянием ;   – радиус локализации состояний, n – концентрация примеси. Как и в случае низких температур (T ≈ 0 К), с ростом температуры переход к постоянной длине прыжка при высоких частотах будет сохраняться. Согласно [4] переход от переменной  к постоянной длине прыжка происходит при   (𝜔opt ≈ 0.02𝜔c); для Si:P 𝜔c /2π ~ 1013 Гц. При низких частотах 𝜔 <𝜔opt () в режиме с переменной длиной прыжка  бесфононная проводимость равна ; при высоких частотах 𝜔 > 𝜔opt () в режиме с постоянной длиной прыжка : , C1 – численный коэффициент,  – плотность состояний. Частота перехода от переменной к постоянной длине прыжка порядка частоты, в окрестности которой происходит переход от релаксационной проводимости к бесфононной. Таким образом, с ростом температуры переход к квадратичной зависимости проводимости может сохраняться и обусловливаться переходом от релаксационной проводимости с переменной длиной прыжка (s ≈ 1) к бесфононной проводимости с постоянной длиной прыжка (s ≈ 2). В работе показано, что частотная зависимость проводимости при высоких частотах в режиме с постоянной длиной прыжка  согласуется с частотной зависимостью резонансной проводимости в режиме переходов между ближайшими соседними центрами локализации , полученной в приближении пуассоновского беспорядка в распределении примесей.
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